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１．概要（Summary） 

高い熱・物質輸送能力を持つ機能性表面を実現する

ため，（公財）北九州産業学術推進機構（FAIS）共同研究

開発センターおよび山口大学 大学研究推進機構産学

公連携センターの共用設備を利用して微細加工を行っ

た． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ケミカルプロセス装置群（イオン注入装置，プラズマ

CVD，スパッタ装置，超純水製造装置），リソグラフィ装置

群（電子ビーム描画装置，スピンコーター，コータ／ディ

べロッパ，両面マスクアライナ，膜厚測定器），組立測定

装置群（走査型電子顕微鏡，比抵抗測定器，ダイシング

ソー），深掘りエッチング 

 

【実験方法】 

P 型シリコン試料に，（公財）北九州産業学術推進機構

（FAIS）共同研究開発センターの電子ビーム描画装置，イ

オン注入装置，プラズマCVD，露光装置，スパッタ装置ほ

かを用いて，パターニングとウェットエッチング等プロセス

によりマイクロオーダーの表面構造を形成した．濡れ性強

化処理として，プラズマ CVD により酸化膜(SiO2)，窒化膜

（Si3N4）を成膜する親水性処理を施した．また，山口大学 

大学研究推進機構産学公連携センターの深掘りエッチン

グ装置を用いて，微細な表面構造を加工した．  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ウェットエッチングで形成する構造の断面形状が 54.7°

の台形となる．ウェットエッチングまで同じ工程で微細パタ

ーを形成した後，深掘りエッチングより構造の断面形状が

90°の長方形になるように加工した．  

 

４．その他・特記事項（Others） 

・ （公財）北九州産業学術推進機構共同研究開発セン

ターの竹内修三氏および山口大学研究推進機構産

学公連携センターの岸村由紀子氏から多大なる技術

支援・研究協力を得た．ここに感謝の意を表す． 

・ 科研費 No.18H01385 「固液気異相界面の界面抵抗

と界面摩擦機構のマルチフィジックス」 

・ 他の機関の利用：山口大学 (F-21-YA-0001） 
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